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丁二酰亚胺体系银的电沉积过程

朱雅平，王　为
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摘　要：采用循环伏安法（ＣＶ）测试，结合量子化学计算和扫描电子显微镜（ＳＥＭ）分析，研究了配位剂丁二

酰亚胺对银电沉积过程的影响。结果表明：Ａｇ
＋与丁二酰亚胺配位后，还原电位负移。不同丁二酰亚胺浓度

和ｐＨ值条件下，丁二酰亚胺与Ａｇ
＋形成的配合物形式以及配合物稳定性均不同。随着丁二酰亚胺浓度增

大以及ｐＨ值升高，形成的配合物也更稳定。当ｐＨ 为１０时，丁二酰亚胺与 Ａｇ
＋ 能够形成稳定的配合物

［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）２］
－、［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）３］

２－和［Ａｇ２（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）４］
２－。在适宜的电位范围内能够制备出结构致

密、表面平整的银镀层。

关键词：银离子；电沉积；丁二酰亚胺；配合物体系

中图分类号：ＴＧ１７４．４４１；Ｏ６４１　　文献标志码：Ａ　　文章编号：１００７９２８９（２０１４）０５００３９０６

犛犻犾狏犲狉犈犾犲犮狋狉狅犱犲狆狅狊犻狋犻狅狀犘狉狅犮犲狊狊犻狀犛狌犮犮犻狀犿犻犱犲犛狅犾狌狋犻狅狀

ＺＨＵＹａｐｉｎｇ，ＷＡＮＧＷｅｉ

（ＳｃｈｏｏｌｏｆＣｈｅｍｉｃａｌＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，ＴｉａｎｊｉｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｔｉａｎｊｉｎ３０００７２）

犃犫狊狋狉犪犮狋：ＥｆｆｅｃｔｓｏｆｓｕｃｃｉｎｉｍｉｄｅｏｎｔｈｅｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｒｅｄｕｃｔｉｏｎｐｒｏｃｅｓｓｏｆＡｇ＋ｉｎｓｏｌｕｔｉｏｎｗｅｒｅｉｎｖｅｓｔｉｇａ

ｔｅｄｂｙｃｙｃｌｉｃｖｏｌｔａｍｍｅｔｒｙ（ＣＶ），ｑｕａｎｔｕｍｃｈｅｍｉｃａｌｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎａｎｄｓｃａｎｎｉｎｇｅｌｅｃｔｒｏｎｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ（ＳＥＭ）．Ｔｈｅ

ｒｅｓｕｌｔｓｓｈｏｗｔｈａｔｒｅｄｕｃｔｉｏｎｐｏｔｅｎｔｉａｌｏｆＡｇ
＋ｎｅｇａｔｉｖｅｌｙｓｈｉｆｔｓｗｉｔｈｔｈｅａｄｄｉｔｉｏｎｏｆｃｏｍｐｌｅｘｉｎｇａｇｅｎｔ．Ｖａｒｉａｔｉｏｎ

ｏｆｔｈｅｓｏｌｕｔｉｏｎｐＨａｎｄｃｏｍｐｌｅｘｉｎｇａｇｅｎｔｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎａｆｆｅｃｔｓｔｈｅｃｏｍｐｌｅｘｆｏｒｍｓａｎｄｓｔａｂｉｌｉｔｙ．Ｔｈｅｃｏｍｐｏｕｎｄ

ｃｏｍｐｌｅｘｅｄｂｙｓｕｃｃｉｎｉｍｉｄｅａｎｄＡｇ
＋ｉｓｍｏｒｅｓｔａｂｌｅｗｈｅｎｔｈｅｃｏｍｐｌｅｘｉｎｇａｇｅｎｔｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎａｎｄｐＨｉｓｈｉｇｈｅｒ．

Ａｇ
＋ａｒｅｒｅｄｕｃｅｄａｓｔｈｅｆｏｒｍｏｆ［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）２］

－，［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）３］
２－ａｎｄ［Ａｇ２（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）４］

２－ｔｈａｔａｒｅ

ｓｔａｂｌｅｉｎｔｈｅｓｕｃｃｉｎｉｍｉｄｅｓｏｌｕｔｉｏｎｗｈｅｎｐＨｉｓ１０．Ｔｈｅｃｏａｔｉｎｇｏｂｔａｉｎｅｄｕｎｄｅｒｔｈｅｏｐｔｉｍｕｍｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓｉｓｃｏｍ

ｐａｃｔｓｍｏｏｔｈ．

犓犲狔狑狅狉犱狊：ｓｉｌｖｅｒｉｏｎ；ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ；ｓｕｃｃｉｎｉｍｉｄｅ；ｃｏｍｐｌｅｘｉｎｇ

收稿日期：２０１４ ０６ ２５；修回日期：２０１４ ０９ ０３；基金项目：国家重点基础研究发展计划（９７３计划）（２０１３ＣＢ６３２５００）

作者简介：朱雅平（１９９０－），女（汉），山东德州人，硕士生；研究方向：电沉积铜、银合金

网络出版日期：２０１４ ０９ １２０８∶２５；网络出版地址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｋｉ．ｎｅｔ／ｋｃｍｓ／ｄｅｔａｉｌ／１１．３９０５．ＴＧ．２０１４０９２４．０９１８．００１．ｈｔｍｌ

引文格式：朱雅平，王为．丁二酰亚胺体系银的电沉积过程 ［Ｊ］．中国表面工程，２０１４，２７（５）：３９ ４４．

０　引　言

　　金属银以其特有的银白色金属光泽、延展

性、焊接性能和稳定的化学性质被广泛应用于各

类工业生产［１］、日常生活［２］及高技术行业和军工

生产领域［３］。金属银的导电率高且常温的导热

性好［４］，在电子通讯等工业领域应用很广［５６］。但

是金属银有较高的标准电极电势（＋０．７９９Ｖ），

所以单纯的离子电沉积形貌、性能较差［７］。多年

来，氰化物电镀始终是电镀行业中应用最广泛的

镀种［８９］，在电镀技术研究开发的早期，金属银成

为首先通过电沉积方法制得的几种金属之一［１０］，

从而开创了电镀行业的新时代。但是氰化物有

极强的毒性，污染环境的同时更在危害人类健

康，所以开发无氰镀银工艺具有重要意义。长期

以来，人们一直在致力于开发无氰镀银工艺［１１］。

截止目前，文献报道的无氰镀银工艺主要有甲基

磺酸镀银［１２］、亚硫酸盐镀银［１３］、硫代硫酸镀

银［１４１５］、磺基水杨酸镀银［１６］、烟酸镀银［１７］、丁二酰

亚胺镀银［１８］和ＤＭＨ
［１９２１］等，相关研究也都侧重

在工艺方面，而对电沉积机理的研究很少［２２２３］，
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从分子络合机理角度研究的也较少［２４］。文中从

量子化学计算［２５］，理论计算丁二酰亚胺与银络合

产物的能量，分析丁二酰亚胺与银离子络合产物

种类、同时从电化学测试入手［２６］，结合对镀层的

形貌分析［２７］，对丁二酰亚胺配位体系银的电沉积

过程进行了研究。

１　材料与方法

１．１　测试溶液

试验所用丁二酰亚胺配位体系的溶液组成

及其浓度、ｐＨ值分别列于表１和表２。

表１　丁二酰亚胺配位体系溶液组成

Ｔａｂｌｅ１　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆｔｈｅｓｕｃｃｉｎｉｍｉｄｅｓｏｌｕｔｉｏｎｓ

Ｎｏ．
犆Ａｇ２ＳＯ４

／

（ｍｏｌ·Ｌ－１）

犆Ｃ
４
Ｈ
５
ＮＯ
２
／

（ｍｏｌ·Ｌ－１）

犆Ｋ
２
ＳＯ
４
／

（ｍｏｌ·Ｌ－１）
ｐＨ

Ａ１ ２５ ０．１ ０．２ ９

Ａ２ ２５ ０．１５ ０．２ ９

Ａ３ ２５ ０．２ ０．２ ９

Ａ４ ２５ ０．２５ ０．２ ９

表２　不同狆犎值的丁二酰亚胺配位体系

Ｔａｂｌｅ２　ＤｉｆｆｅｒｅｎｔｐＨｏｆｔｈｅｓｕｃｃｉｎｉｍｉｄｅｓｏｌｕｔｉｏｎｓ

Ｎｏ．
犆Ａｇ２ＳＯ４

／

（ｍｏｌ·Ｌ－１）

犆Ｃ
４
Ｈ
５
ＮＯ
２
／

（ｍｏｌ·Ｌ－１）

犆Ｋ
２
ＳＯ
４
／

（ｍｏｌ·Ｌ－１）
ｐＨ

Ｂ１ ２５ ０．２ ０．２ ８

Ｂ２ ２５ ０．２ ０．２ ９

Ｂ３ ２５ ０．２ ０．２ １０

１．２　量子化学计算

采用Ｇａｕｓｓｉａｎ０３程序，对丁二酰亚胺配位体

系进行量子化学计算。选择密度泛函方法

（ＤＦＴ），基于电荷密度自洽的方法
［２８］，考虑电子

之间的相互作用［２９］。运用混合基组对比配合物

分子结构，之后计算谐波振动频率，最终给出优

化后的配合物分子能量。丁二酰亚胺与银形成

的配合物分子中，Ｃ、Ｏ、Ｈ、Ｎ原子选用Ｂ３ＬＹＰ／６

３１＋ｇ（ｄ）基组，根据所采用的相关和交换泛函，可

以选择不同的ＤＦＴ方法，其中Ｂ３ＬＹＰ方法是使

用最 为 广 泛 的 ＤＦＴ 方 法［３０］。银 原 子 选 用

ＬＡＮＬ２ＤＺ赝势基组，银原子失去一个电子得到

银离 子，价 电 子 结 构 为 １ｓ２２ｓ２２ｐ
６３ｓ２３ｐ

６３ｄ１０

４ｓ２４ｐ
６４ｄ１０，赝势即不计算内层电子，外层价电子

采用一般的基组。一方面减少不必要的计算量，

另一方面可以重金属相对论效应的修正［３１］。计

算输入配合物初始结构摘自有机晶体结构数据

库，并通过Ｇａｕｓｓｖｉｅｗ进行调整。计算过程未考

虑溶剂化效应［３２］。

１．３　循环伏安曲线测试

在 ＰＡＲＳＴＡＴ ２２７３（Ｐｒｉｎｃｅｔｏｎａｐｐｌｉｅｄｒｅ

ｓｅａｒｃｈ）电化学工作站上进行电化学测试。采用三

电极二回路的电化学测试体系，以金电极（１ｃｍ×

１ｃｍ）为工作电极，铂网（３．５ｃｍ×６．５ｃｍ）为辅

助电极，饱和甘汞电极为参比电极，测试温度控

制在（２５±１）℃。测试前工作电极先经布轮抛光，

之后进行电化学除油，以保证电极表面平整洁净。

循环伏安（ＣＶ）测试的扫描速度为２００ｍＶ／ｓ，起扫

电位为开路电位，扫描范围为 １．７～１．５Ｖ，测试

过程中不搅拌。所给电位均为相对于饱和甘汞电

极的电位。

１．４　银镀层制备

采用厚度为２ｍｍ的纯铜试片作为基体进行

恒电流电沉积银镀层，电流密度为２５ｍＡ／ｃｍ２，

温度为（２５±１）℃，施镀时间为２ｈ，镀液为丁二

酰亚胺配位体系优化工艺。

２　结果与讨论

２．１　量子化学计算结果分析

Ａｇ
＋还原为银原子的标准电极电位为０．７９９Ｖ。

能提供孤对电子，与Ａｇ
＋形成配位键的元素一般

有Ｎ、Ｏ、Ｓ和Ｐ等。含 Ｎ元素的基团主要有氨

基（－ＮＨ２）、直链或成环的仲胺（－ＮＨＲ）和叔

胺（－ＮＲ２），含 Ｏ 元 素 的 基 团 主 要 有 羧 基

（－ＣＯＯＨ）、羟基（－ＯＨ）和羰基（Ｃ＝Ｏ），含硫

元素的基团主要有巯基（－ＳＨ）和硫代羰基

（Ｃ＝Ｓ）；含Ｐ元素的基团主要有磷酸根、焦磷酸

根、有机磷酸。

丁二酰亚胺分子（图１）具有环形羰基结构，且

羰基连有一个ＮＨ键，这使得丁二酰亚胺能像弱

图１　丁二酰亚胺的分子结构

Ｆｉｇ．１　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆｓｕｃｃｉｎｉｍｉｄｅ

０４
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酸一样，在碱性环境下形成阴离子与金属配位。

相关研究［３３］指出，丁二酰亚胺与Ａｇ
＋存在多种配

位形态，目前尚无相关研究确切证实哪几种较为

常见。根据有机晶体数据库可以推测，丁二酰亚

胺与Ａｇ
＋的配位形态可能有［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）］、

［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）２］
－、［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）３］

２－ 和

［Ａｇ２（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）４］
２－几种，相关方程式为：

Ｃ４Ｈ５ＮＯ 幑幐２ Ｃ４Ｈ４ＮＯ２
－＋Ｈ＋ （１）

Ｃ４Ｈ４ＮＯ２
－＋Ａｇ 幑幐

＋ ［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）］（２）

２Ｃ４Ｈ４ＮＯ２
－＋Ａｇ 幑幐

＋ ［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）２］
－

（３）

３Ｃ４Ｈ４ＮＯ２
－＋Ａｇ 幑幐

＋ ［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）３］
２－

（４）

４Ｃ４Ｈ４ＮＯ２
－＋２Ａｇ 幑幐

＋ ［Ａｇ２（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）４］
２－

（５）

相关量子化学计算结果列于表３。银离子与

丁二酰亚胺形成配合物的能量越低，配合物的稳

定性就越高。可以看出，银离子与丁二酰亚胺形

成 配 合 物 的 稳 定 性 递 减 顺 序 为：

［Ａｇ２（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）４］
２－
＞［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）３］

２－
＞

［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）２］
－
＞［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）］。配合

物的稳定性越高，电沉积过程就越难在阴极上被

还原。上述量子化学计算结果表明，丁二酰亚胺

配位体系中，配位离子还原由难至易的顺序为：

［Ａｇ２（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）４］
２－
＞［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）３］

２－
＞

［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）２］
－
＞［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）］。

表３　量子化学计算结果

Ｔａｂｌｅ３　Ｒｅｓｕｌｔｓｏｆｔｈｅｑｕａｎｔｕｍｃｈｅｍｉｃａｌｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎ

（Ｊ）

Ｍｏｌｅｃｕｌａｒｆｏｒｍｕｌａ Ｃｏｍｐｌｅｘｅｓｅｎｅｒｇｙ

［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）］ －１４３２．６２４

［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）２］
－ －１６７７．４６２

［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）３］
２－ －１９９９．０６５

［Ａｇ２（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）４］
２－ －２１９０．６５２

２．２　丁二酰亚胺浓度对银离子沉积电位的影响

金电极在不同丁二酰亚胺浓度溶液（表１中

Ａ１～Ａ４）中的循环伏安曲线如图２所示。其中，

图２（ａ）为整体图，图２（ｂ）为阴极局部放大图。扫

描电位范围是－１．７～１．５Ｖ。循环伏安曲线数据

列于表４和表５。可以看出，丁二酰亚胺体系中

循环伏安曲线的阴极扫描过程有４个还原峰（记

为犘ａ～犘ｄ），随着加入的丁二酰亚胺浓度的增加，

犘ａ的峰值电流逐渐减小，最终消失，而犘ｂ、犘ｃ 和

犘ｄ的峰值电流逐渐增大。电位负移至－１．５Ｖ

后，可以在金电极表面观察到明显的气泡析出，

电极开始析氢。可以认为，阴极峰犘ａ、犘ｂ、犘ｃ 和

犘ｄ分别对应丁二酰亚胺与银离子形成的不同配

合物的还原。峰电位越负，对应的配合物越难还

原。随着配位剂浓度的增高，不稳定的配位形态

都继续配位，形成更稳定的配位形态，使反应的还

原反应阻力增大，还原电位负移，且配位剂浓度越

高，稳定配位形态的浓度越大，峰值电流越高。

由表４和表５数据及量子化学计算结果可以

推测，形 成 还 原 峰 犘ａ 的 配 合 物 应 该 为

［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）］，与 犘ｂ 对应的配合物应该为

［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）２］
－，与犘ｃ对应的配合物应该为

［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）３］
２－，与犘ｄ对应的配合物应该为

［Ａｇ２（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）４］
２－。

图２　金电极在不同丁二酰亚胺浓度溶液中的循环伏安

曲线

Ｆｉｇ．２　ＣＶｃｕｒｖｅｓｏｆＡｕｅｌｅｃｔｒｏｄｅｉｎｔｈｅｓｏｌｕｔｉｏｎｏｆｄｉｆ

ｆｅｒｅｎｔｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ
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表４　不同丁二酰亚胺浓度溶液（表１）的循环伏安

曲线峰值电位

Ｔａｂｌｅ４　ＣＶｐｅａｋｐｏｔｅｎｔｉａｌｄａｔａｆｏｒｔｈｅｓｏｌｕｔｉｏｎｏｆｄｉｆ

ｆｅｒｅｎｔｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ （Ｖ）

Ｎｏ． 犈犘
ａ

犈犘
ｂ

犈犘
ｃ

犈犘
ｄ

Ａ１ ０．１ ０．３ ０．８ １．２

Ａ２ ０．１ ０．３ ０．８ １．２

Ａ３ ０．３ ０．８ １．２

Ａ４ ０．３ ０．８ １．２

表５　不同丁二酰亚胺浓度溶液（表１）的循环伏安曲线

峰值电流

Ｔａｂｌｅ５　ＣＶｐｅａｋｃｕｒｒｅｎｔｄａｔａｆｏｒｔｈｅｓｏｌｕｔｉｏｎｏｆｄｉｆｆｅｒ

ｅｎｔｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ （ｍＡ）

Ｎｏ． 犻犘
ａ

犻犘
ｂ

犻犘
ｃ

犻犘
ｄ

Ａ１ ０．５ ０．８ ５．６ ３．０

Ａ２ ０．５ ０．８ ５．６ ３．０

Ａ３ ０ ０．９ ５．８ ３．３

Ａ４ ０ １．０ ６．０ ３．３

２．３　狆犎值对银离子沉积电位的影响

金电极在不同ｐＨ值溶液中的循环伏安曲线

如图３所示。其中图３（ａ）为整体图，图３（ｂ）为阴

极局部放大图。扫描电位范围是－１．７～１．５Ｖ。

循环伏安曲线相关数据列于表６和表７，溶液ｐＨ

值对丁二酰亚胺与银离子形成配合物的电化学

还原过程影响显著。

弱碱性（ｐＨ＝８、ｐＨ＝９）溶液中，阴极扫描过

程有４个还原峰，分别记为犘ｅ、犘ｆ、犘ｇ 和犘ｈ。随

着ｐＨ值的增加，犘ｅ、犘ｆ两个峰的峰电流逐渐减

小且峰值电位负移，至ｐＨ＝１０时犘ｅ 最终消失，

犘ｇ和犘ｈ峰的峰值电流逐渐增大且峰电位负移，

电位负移至－１．５Ｖ后，金电极表面开始析出气

泡，为析氢过程。循环伏安曲线上不同的还原峰对

应不同配合物的还原。随着溶液ｐＨ值的增加，丁

二酰亚胺与银离子形成的配合物逐渐向更稳定的

配位状态转变。丁二酰亚胺体系中，ｐＨ值较低时

溶液中游离的 Ｃ４Ｈ４ＮＯ
－
２ 比较少，所以形成的

［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）２］
－较多，随着ｐＨ值升高，溶液中

［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）３］
２－ 逐渐增多。ｐＨ 值越高，溶

液中稳定状态配合物［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）３］
２－的浓度

越大，表现出循环伏安曲线上的峰电流越高。综

合考虑Ａｇ
＋与丁二酰亚胺不同配合物的量子化

学计算结果以及循环伏安曲线特征，可以认为峰

犘ｅ应该为［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）］的还原，峰犘ｆ则应该

为［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）２］
－ 的还原，而峰 犘ｇ 应该为

［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）３］
２－的还原，第４个峰犘ｈ应该为

［Ａｇ２（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）４］
２－的还原。

图３　金电极在不同ｐＨ值丁二酰亚胺溶液中的循环伏

安曲线

Ｆｉｇ．３　ＣＶｃｕｒｖｅｓｏｆＡｕｅｌｅｃｔｒｏｄｅｉｎｔｈｅｓｏｌｕｔｉｏｎｏｆｄｉｆ

ｆｅｒｅｎｔｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ

表６　不同狆犎值丁二酰亚胺溶液（表２）的循环伏安曲线

峰值电位

Ｔａｂｌｅ６　ＣＶｐｅａｋｐｏｔｅｎｔｉａｌｄａｔａｆｏｒｔｈｅｓｏｌｕｔｉｏｎｏｆｄｉｆ

ｆｅｒｅｎｔｐＨ （Ｖ）

Ｎｏ． 犈犘
ｅ

犈犘
ｆ

犈犘
ｇ

犈犘
ｈ

Ｂ１ ０ ０．２７ ０．７５ １．１５

Ｂ２ ０ ０．２８ ０．８０ １．２０

Ｂ３ ０．３０ ０．９０ １．２３
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表７　不同狆犎值丁二酰亚胺溶液（表２）的循环伏安

曲线峰值电流

Ｔａｂｌｅ７　ＣＶｐｅａｋｃｕｒｒｅｎｔｄａｔａｆｏｒｔｈｅｓｏｌｕｔｉｏｎｏｆｄｉｆｆｅｒ

ｅｎｔｐＨ （ｍＡ）

Ｎｏ． 犻犘
ｅ

犻犘
ｆ

犻犘
ｇ

犻犘
ｈ

Ｂ１ ０．３ １．０ ５．３ ３．０

Ｂ２ ０．２ ０．７ ５．５ ３．２

Ｂ３ ０ ０．３ ６．８ ３．５

２．４　银镀层表面形貌分析

以丁二酰亚胺为配位剂，在表２第３组溶液

中电沉积制备了厚度约２０μｍ的金属银镀层，其

表面形貌如图４所示。可以看出，图４（ａ）银镀层

表面均匀、平整、细致，放大后（图４（ｃ））银镀层表

面呈现细小的粒状。上述结果表明，以丁二酰亚

胺为配合剂的配合物体系，在适宜的电流密度下

能够制备出表面形貌良好的银镀层。

图４　最优工艺条件下银镀层表面的ＳＥＭ形貌

Ｆｉｇ．４　ＳＥＭｍｏｒｐｈｏｌｏｇｉｅｓｏｆｓｉｌｖｅｒｐｌａｔｉｎｇｏｂｔａｉｎｅｄｕｎｄｅｒｔｈｅｏｐｔｉｍｕｍｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ

３　结　论

采用量子化学计算与循环伏安测试相结合

的方法，研究了以丁二酰亚胺为配位剂的配位体

系中银的电沉积过程。结果表明：

（１）在组成为 ０．０２５ ｍｏｌ／Ｌ 的 Ａｇ２ＳＯ４，

０．３ｍｏｌ／Ｌ的Ｃ４Ｈ５ＮＯ２ 和０．２ｍｏｌ／Ｌ的 Ｋ２ＳＯ４

的碱性溶液中，丁二酰亚胺与银形成的配合物有

［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）］、 ［Ａｇ （Ｃ４Ｈ４ＮＯ２ ）２ ］
－、

［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）３］
２－和［Ａｇ２（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）４］

２－ ４种

形态。

（２）不同形态配合物在阴极电沉积由难至易

的 顺 序 依 次 为：［Ａｇ２ （Ｃ４Ｈ４ＮＯ２ ）４ ］
２－、

［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）３］
２－、［Ａｇ （Ｃ４Ｈ４ＮＯ２ ）２ ］

－、

［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）］。

（３）当溶液的ｐＨ值为１０时，配位体系稳

定存 在 的 配 合 物 为 ［Ａｇ（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）３］
２－ 和

［Ａｇ２（Ｃ４Ｈ４ＮＯ２）４］
２－。

（４）以丁二酰亚胺为配合剂的配合物体系，

在适宜的电流密度下能够制备出表面平整光亮

的银镀层。
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